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Application for SEM/TEM investigations at AICF Skoltech

Form A - Administrative data

	First name, middle initial, last name:

____________________________________________________________________________

Organization name or Skoltech’s CREI:

____________________________________________________________________________

Supervisor (only for internal customers):

____________________________________________________________________________

Contact information:

Phone:___________________
E-mail:________________________________________




Form B – Information
1. Description of required investigation (do not write description of your scientific project)
	max. 200 words




2. Specify the required TEM technique. 
	Conventional imaging:


Bright field TEM imaging

Dark field TEM imaging (specify imaging conditions)

Scanning transmission electron microscopy (STEM) imaging
High resolution imaging:


High resolution TEM imaging (300 kV)


High resolution STEM imaging
Electron diffraction:


Selected area electron diffraction (SAED)


Microdiffraction

Analytical electron microscopy:


Energy-dispersive X-ray analysis (EDX)


Electron energy loss spectroscopy (EELS)



3. Specify the required SEM technique. 
	Conventional imaging:


Morphology

Z-contrast (phase contrast)

Fractography


FIB (focused ion beam) (TEM foils preparation or any other cuts)
Analytical electron microscopy:


Energy-dispersive X-ray analysis (EDX)


Electron backscattering diffraction (EBSD)




4. Sample information. Check all that apply.
	 Semiconductor
 Metal and alloy
 Ceramic
 Amorphous
 Polycrystalline

 Insulator

 Magnetic
 Nanoparticles
 Biologic
 Soft matter


 Multilayer
 Thin film


 Biohazard
 Radioactive

 Toxic

 Sensitivity to nonpolar solvents
 Sensitivity to polar solvents
 Air sensitive

 Beam sensitive

Chemical composition:________________________________________________________

Crystal structure information:

 - is the crystal structure known: 
No

Yes

Unit cell parameters (in Å):

a=________________; b=___________________; c=__________________

α=_______________; β=____________________; γ=________________
Crystal system: _________________________

Space group: ___________________________
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	Центр коллективного пользования «Визуализация высокого разрешения»

Сколковский институт науки и технологий, (Сколтех)

Большой бульвар, 30, стр. 1, Москва, Россия


Заявка на проведение исследований с использованием электронной микроскопии в ЦКП

Форма A – Общие данные о заявителе

	Фамилия, имя, отчество:

____________________________________________________________________________

Наименование организации или наименование научного центра Сколтеха:

____________________________________________________________________________

Руководитель:

____________________________________________________________________________

Контактная информация:

Телефон:___________________
E-mail:____________________________




Форма B – Данные об эксперименте
1. Описание необходимого эксперимента
	макс. 200 слов




2. Укажите необходимую методику просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ). 
	Получение изображений:


Светлопольная микроскопия

Темнопольная микроскопия (уточните условия сьемки)

Сканирующая просвечивающая электронная микроскопия (СПЭМ)
Микроскопия высокого разрешения:


ПЭМ высокого разрешения


СПЭМ высокого разрешения
Электронная дифракция:


Электронная дифракция с выбранной области


Микродифракция

Аналитическая электронная дифракция:


Энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия (EDX)


Спектроскопия характеристических потерь энергии электронов (EELS)



3. Укажите необходимую методику сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). 
	Получение изображений:


Визуализация морфологии

Визуализация фазового контраста (Z-конраст)

Фрактография


Сфокусированный ионный пучок (подготовка ламели для ПЭМ или необходимость изучения поперечного сечения образца)
Аналитическая электронная дифракция:


Энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия (EDX)


Картины микродифракции обратнорассеянных электроннов (EBSD)




4. Информация об образце.
	 Многослойный обьект
 Тонкая пленка

 Изолятор
 Магнитный обьект
 Наночастицы
 Биологический объект
 Полупроводник  Металл или сплав
 Керамика
 Аморфный
 Поликристаллический

 Биологический опасный
 Радиоактивный

 Токсичный

 Чувствительный к воздействию неполярных растворителей
 Чувствительный к воздействию полярных растворителей
 Чувствительный к воздействию воздуха

 Чувствительный к воздействию электронного пучка

Химический состав:________________________________________________________

Информация о кристаллической структуре:

 - если кристаллическая структура известна: 
Нет

Да

Параметры кристаллической решетки (в Å):

a=________________; b=___________________; c=__________________

α=_______________; β=____________________; γ=________________

Сингония решетки: _________________________

Точечная система: ___________________________




Заказчик:

(Наименование организации)
Подпись: _________________________

ФИО, должность Заявителя

 «__» ____________ 2020 г.

Подпись: _________________________

ФИО, должность уполномоченного представителя Организации

 «__» ____________ 2020 г.

М.П.
